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Hoja nGm, 1

- "~ 21 invente se refiere o un dispositivo de
trénsferencia de carga o ianstrucciones que tiene uh cuarpo
seniconductor, pars el tratamiento de sefiales de videoeﬁrg
cuencia, que comprende una capa .sedfiiconductora de'un t{ﬁé_
de conductividad, estando previstos medios pars aislarita:
capa sexiconductors del medio circundante y tenienéo dicha
capa un espesor y ﬁna corcentracidn de impurificacidn teles
que permite obtener una zona de empobrecimiento con syuds
de;un campo eléctrico en todo el eSPEEOP.de la cepe sevicon
ductora sin que se presente perfcracidn, estandoiprevistbs
medios pars introducir locslmente in®ormacidn en forza de
¢arga o0 in wstrucciones en 1# capa seaICOWdLCtOPa y redics pg
Ta leer dicha informecidn er cualquier lurar de 1a cape,
mientras que al menos en un lado de la cape 2std previsto
un sistems de s2lectrodos rara gengrar capacitivamente cam-
pos eléctricos =n la capa sexiconductora, -con ayuda de los
cuales se puede trsnsferir le carga a los medios de lectura

8 través de la caps semiconductora en una direceidn porale-

Py

~

la a la capa. e
A este resyecto, la expresidn sistema de eled
trodos se ha de interprelsr en un gsentido nmplio, de moners

qué también incluya electrcdos que sstdn aislados de lz ca-
pa semticonductora por una cepa ée.barrera o aislador,

Dicho dispositivo semiconductor se descrihe
en le solicitud de patente holandess 711477C. En este dispg
sitivo semiconductof la cerga eléctrics es transferids al
menos sustenrcialmente a través del in'erior de 1l& caps seri
conductora. Is a este respecto en o que un d1s0031t1vo Se-.
miconductor del tipo descrlto en-la citsda solicitud de pa-

tente holandesa difiere de los dispositivos generalmente co
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Hfojn nam. 2

-nocidos acoplados para cerga en los que el almacensmiento
¥y tronsporte de la carga eléctrics tiene lugar en la super
ficie de la cepa semiconductora. Como en general ls movili,

. &,

dad de los portadores de carga eléctrica es menor que en .

. .

el interior de la capa semicorductora detido a las condircio

.I

nes superficiales en la superficie 'de la cspa semiconducto-

Veoanw

ray como en general la distancia entre los elementos y.la
carga eldctrica en el interior de 13 capa semiconductors es
relativamente grande, de manera que ocurren campos traneQeL
soles més fuertes en la direccidn de transferencia, la trang
ferencia de las cargaes eléctricas a través del interior de
la caps semiconductora serd rapida con relacidn & la trons-
ferencia de una magnitud correspondiente de carga 8 1o lar-
go de la superficie de la cara sexiconductora.
Como consecuencis, un disposifivo sericonduc
tor del tipo descrito anteriormente puede ser operado con
ayuda de tensiones de siacronismo de una frecuencie relati-
vamente alta. 2sto tiene, entre otrss, la ventaja de que,
pdr ejemplo cuando se usa dicho dispositivo semiconductor en
) ineas de retardo para sefiales de video-frecuencia, la fre-
buencia maxima dé estes sefiales de vided»frecuencia que se
hen de pasér a través del registro de desplazemiento puede
ber relativamente alta. ‘

3n 1ls meyoris de los_casos la cers semicoﬁdug
tora estd formada por una cepe superficisl cue estd adyecep
te.a una superficie del TUuerpo semiccnductar,.éuya capa esw
t8 cubiefta en esta suparficie por une cesps sislante de,
por ejemplo, oxido de silicip, ¥, en el lado yueito kacia
dicha superficie, por ura unidon pn de blogueo. Z1 aislamien

to lateral de la capa sexiconductora puede estar constitui-
. :
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rsio por ejemplo por medios que se usan genereimente en dis-
| positivos semiconductores interrsdos pera el aislamiento
de las islas, tal como, por ejemplo, una uﬁién'pn tloquea~
da. Los elementos con ayuda de 1los cuales se puaden aplicur
fensiones de sincroniémo an la capaAsemiCOnductora consis-
ten generalmente en.electfodos que estsn 6ispﬁestos en ia
capa aiélanté'y gue estan separados devla capa semiconducig
Ta por 1a’éapa aislénte. ‘ |

Durante el funcionamiento, se puede almare-
nar informacidn en forma de un raquete de portadores de cap
ge mayoritarios en una regidn de la copas sericonductora
opuesta a un primgr electrodo y se puede aislor de otros pg
quetes de carga por medio de potenciales eldctricos que en-
cierran diche regidn y que se extierden transversalmente sg
bre la capa semiconductora. Durante la transferencis de car
ga los portedores de carga de dicho paguete de carga con
transferides desde ;é regidén de 1a copa opuesta sl primer
electrodo a la siguiente regidon de la capa sezicorductors
‘leplicando una diferencia de tensidn etitve dicho electrodo Ng
€l siguiente electrodo, zientras que a cuslquier régimen los
1timos portsdores de carga fluyen a traves del interior de
la cops semiconductora desde la regiéh primeramente renciog-
nada a la regiénﬂsiguiente hasts gue tods la regidn de la cgl
pa seariconductora ojuesta a‘dicho eléctrodo esta eipobrecida
La concentracidn de impurificacidn y el espesof fe 1la éapa
semiconductoré deben evidenterente ser tan bajas gue 1la cabe
semiconductora pueda empobrecerse en todo su espesor‘éin 13
aparicién de multiplicacién en svalancha. 2icha cépa de im-
burificacidn taje puede estar constituida, como se irdica enj
la citada solicitud de patente hblandesa,.por una capa epita

]
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. xial de alta resistencia dhmica, homogéneazente impurifien
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da, que ce deposita sotre un portador o sustrato del tipb
" de conductividad opuesto. | ‘ _

. Los medios de escriture de los diépositibos
de transferescia de carga comprenden roramslmente una aifu;
sidn de entrada del otro tipo de conductividad y un elec~
trodo 'de puerta, los cusles, juntamente con la primers e{g
pa del dispesitivo de tronsferencia de carga, cperan como
un transistor de efecto de compo con una zona de 9slida o
drenaje virtusl. dase, por ejemplo, "I.2.85.3. Transaction
on Electron Devices", volumen 2ZD-27%, n2 2, de farrero de
1276, psgina 267, Figufa 4. in 28te circuito de escrituva
conocido se aplice una sefal de entrsda entre io difusidn
de entrzda y el electrodo de puerta., 31 priter electrﬁdo
de puerta estd conectsdo a la salida de un szplificador,
cuya entrada no inversora ests conecteda-a un punto de'po~
tencial constonte. La entrada inversora esta conectada . a
1s difusidn de sntreds y, a trevés de uaa resietencisa, ol
mangntial de seial. La citada resistencia proporcions rea-
limentacidn de corriente negativa y ésta es sdicionalmente
axplificada mediante el uso de un amplificaaor operacional
A. 3sta realizentscidn de corriente negativa es necesaris
‘con el fin de reducir el carac%er ro linesl del manantial

de corriente constituido por la difusidn de entrada y el

primer electrodo de puerta. 5in exmtargo, este reduccidn eg

td limitesda por el hecho de gue el amplifigador asta inclui

‘do en un bucle cerrado, en el cual se efectda cormutacidn.
21 circ.ito de escritura conocido es en realidad un manen-
tisl de corriente conmutado pericdicsmente. Isto significe

gue el tiempo de respuesta del amplificador y que la reso-

]

\*24
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| lucion de tiempo de 1la séﬁal de conmutacidén son considera-
blerente limitedos. 1 régimen de oscilacidn es el pardme-
tpo més importante debido s que 2%ade un error no linesl
8l paquete de carga como una funcidn de la sefial de entre-
-da y le caracteristica no lineal de tensidn y corriente de
puertamansntial del transistor de efecto de'campo de éntrg
ds. Los retardos de conexidn y -desconexidn del axplifica-
dor dan lugar también a un error no lineal si estos dos'vg
tardos no son exactemente iguales entre si. La fluctuacidn
de/tiempo en ls seflal de conmutacidén da luger a un error
iineal que es proporcional a la magnitud de la fluctuvazidn|-
en la sefial de conmutacidn. Dicha fluctuacidn de tiempo es
ademds dependiente de 1la frecuencia. Zstas desventajas del
dispositivo de transferencia de carga.conocido lo hacen mg
nos apropiados para utilizer como una 1linea de retardo va-
riable'para las cefiales de videé-frecuencia.

Bs un objeto del invento solucionar el pro-
bleme ﬁltimameﬁte mencionado y el invento estd caraclerizp
do porque los medios de escritura estdn constituides por
una difusidn de entreds que ests situeda eu la caps semi-
corductora y'que es del mismo tipo de condﬁctividad, pero
‘mas altsmente impurificada, un primero y un segundo elec-
trodos de puerta qué astén copétituidos por capes conducto
ras que estan aiéladas de la .capa semiconductora por une
capa aislante, estando la difusidn de entrada y el primer
electrodo de puerta conectados a ferminales de entrada pa-
ra la aplicscidn de la tensidn a tratar y estando conecta-
do el. segundo electrodo de pu2rta a un punto de-potencisl
sensiblemente constante.

El invento se descritird shors con mds deta
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de silicio. Los electrodos 4, 5, 6 y 7 estan constituidos

Hoja néum. 6

: La figura 1 muestra uns realizacidn de un

dispositivo segin el inmverto; .

i La figura 2 representa les variacidn de ‘148

tiempo; .
' ‘Lo figure 3 es un dingrame pars aclorar el
funcionamiento del dispcsitivo.

La figurs 4 muestra uns posible forma del
anplificador operacional.

Bl dispositivo semiconductor de ls figura.l
comprende un cuerpo sewiconductor 1 con une cepa semiceon-
ductora 2 de silicio ce tipo n. Sotre la caps sericonductp
ra 2, en al menos el lado 3 de la cspe 2, estdn previstos
elementos para la aplicacién de tegsiongs de sincronismo o
reloj, cuyos elementos estan constituidos por los electro-

s F

dos 4, 5, 6 y.7. @n la presente realizacion, la capa de

barrera 8 estd constituida por una copa sislarnte de dxido

por pistas metdlicss de sluwinio y sirven para la aplica-
cidn de tensiones de sincronismo mediante las cuales dicha

carga es trausportada a través de la cepa semiconductora 2

’
.

en direccion paralels a la cspa 2. Durante el fﬁncionam;eg
to del dispositivo, la cepa semiconrductora 2, excepto pars
la eplicacidn y extraccidn o drenaﬁe de dicha,carga, estd
rodeada de la zona circundasnte, de mcnera que 1oS campos
eléctricos que se obtienen en la capa semiconductora 2 y
que.actdan sobre dicha carga eldctrica estdn determinados
principalmente por las tensiones de sincronismo 2, 2, ¢3

Y 8, splicades a los electrodos 4, 5, 6 y 7, los cuales es-|

)
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|La regidn 2 de forms de capa consiste en una capa epitaxisl
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po en la figura 2. Loq electrodos 4, 5, 6 y 7 se extienden
en una direcqién transversal 8 la direccién de transferen-,
cia de carga, al menos en toda la caﬁa semiconductora Z.

1 espesor y la concentracidn de imburificacién de la cgpa
sericonductors 2 son, por ejemplo, 5 um y 1017 étomos/cms..
Bl espesor y la concentrecion de impurificacidn son tsles

que en 1a cepa semiconductora 2 se pusde aplicar un campo}
eléctrico trsnsversalmente a la misma de una intensidad tal
que/en todo el espesor de la caps 2 se forma una zona de é@

pobrecimiento sin que ocurra multiplicacidn en avalsncha.

la cusl, de le manera usual, estd depositada en una serfunda
rezidn 9 que constituye un sustrato. Lss paredes verticales
de la parte 2 ea forma de islae estédn li@itadas por une zona
aislante 11, la cual estd parcialmente constituida por una
capa de didxido de silicio que estd inserta en la capa epi-
taxial 2 en parte de su espesor. Zn la présente realizacién‘
la zona de aislamiento esté completemente constituida por
uns capa de dxido de silicio que se extiende desde 1a.supep
ficie 12 de 1a capa seziconductora 1 en todo el espesor de
la cepa epitaxial 2 y dentro del sustrato. Sin emtargo, 1ls
capa de dxido 11-estd ipserta eé ei.cuerpo semiconductor en
cirtualmerte todovsu espesor, de manefa que se obtiene una
superficie sustancialmeﬁte plana, La capa semiconductora 2
Hueda consiguientemente aislada de los slrededores de una mg
nera eficez por la cépa inserta 11 de Jxido de silicio, 1la
inién de blogueo pn 10 y la cépa aislante 8. '

El dispositivo scoplado pars carga estd pro-

visto ademds de medios para hacer posible ‘leer y drena&r ung
: ’ )
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po de conductividad de la cape semiconductora 2, pero mss
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capa sexiconductora 2. Para este fin se prevé un electrodo

adicionsl 20 que estd aislado de 1la capa sexiconductors 2

por la capa aislante 8.y que constituye el electrodo d?i

puerta de un transistor de efecto de campo de puerta é&p;'
lada. La regidn altesmente impurificeda 25 de tipo n coﬁgi
tituye la zona manantisl del transistor de efecto de Eéhﬁo
y la regidn sltemente impurificeda 22 de tipo n c0nstitu&e
1o zona de salida o drengje del trénsistor de efecto dé'

canipo, cuya regidn estd conectada e un conductor 21 psre 14

conexidn a un conductor externo con ayuda del cual se pueds¢

E1 dispositivo acoplado para carge esta sde
mds provisto de medios de escritura que estdn constituidos
por ls difusidn de entrada 34, el primer electrodo de puer
ta 35 y el segundo electrodo de puerta 39. 51 tipo de con-

ductividad de 1o difusion de entreda es el mismo que el ti

altomente impurificado. Los electrodos de puerta primero y
segundo 35-y %9 estén constituidos por capas conductoras

que estan sisladas de la capa semiconductora 2 por une ca-

pe aislante 8. La difusidn de gntrada 34 egté conecfada al
terminal de entrada a través de la capa conductora 33 y el
primer electrodo de puerts 35 e8td conectado al terminal dﬂ
entrada ¢. El terminal de entrada ¢ estd coneciédo a la sa-
lida.del amplificador operacional A y el terminal de entra-
da a estd conectado @ la entrada inversora (-) del emplifi-
cador operacionasl y, ademds, & través de la resistencia R,
al manantisl de sefial V. El manantial de sefial V ests deri-

vado por la conexidn en serie de las resisteacias R ¥ R,
J
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'l cuyas unidn estd conectada a la entrada no inversora (+)

| E1 sustrato 9 estd conectado a un punto de potencial de.

L los electrodos 6 y 7 es O V. Como consecuencia de este po-

r'dos 4'y 5, como se muestra por II en le figura 3. ahors fly

H . Hoja ndm. 9

del amplificador operacional. El segundo electrodo puerta

39 estd conectado & un manantial de tensidn continua 60.

masa,

La figufa 3 mugstfa esquemsticamente el mé
do =2n '‘que se forma el paquete de carga en el diSpositiﬁo'
de trensferencia de carga segin la figurs 1. Como se mues-
tra en la figura 2, las tensiones de sincronismo variarn de
0 & 10 voltios. £1 contacto 33 es 1levado a un nivel o va-
lor de corriente continua de + 6 V, el primer electrodo de
puerta a un valor de corriente continua de -1C V y el se-
gundo electrodo de puerta 39 a ura tensidn constante de -7
V, como se indica en le figura 3. 2n el intervalo de tiem~
po :Z'l la tensidn en los electrodos 4 y 7 es + 10 V y la
tensidn en los electrodos 5 y 6 es.C V. Como consecuencis
devest03 se formara un pozo de potencial por detajo de .los
. electrodos 4 y 7. 3r. dicho inter{alo.de tiempo fluird por
1o tanto uns carga ds sefial desde ls regidn 3% al pozo de
potencial debaj&vdel electrodo 4 a través de la trayecto-
ria de corriente 1C0. Z3n.el intervalo de tiempp '2’2 el

potencisl en los electrodos 4 y 5 es O V.y el potercial en
tenciel se forman pozos de potencisl dehajo de los eleciro

ye uns carga desde la regidn situada detajo del electrodo

4 a la regidn situada detajo del electrodo 5 a travds de
la trayectorisg de corriente_lCl y fluirs carga de sefial di
rectemente desde la regidn 33 a los dos pozos d@ potencial

situados detajo de los electrodos 4 ¥y 5 a travée le le tra-
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- yectoria de corriente 1CC. En el intervalo de tiempo fz 2

secuencia de este potencial se foruen pozos de potencigl.’

“detajo de los electrodos 5 y 6, como se muestra por IIiléh

situsda detajo del electrodo 7 a través de la trayectoria

Itojn ntm, 10

el potencial en los electrodos 5 y 6 es igual 2 + 10 V y

el potencial en los electrodos 4 y 7 es de 0 V. Como con-

la figurs 3. Ahora sera transferida carga desde la regidn.
situada debajo de los electrodos 4 y 5 a la regidn siéﬁada
debajo del electrodo 6 a través de 1le trayect&ria 101 y-
fluirs una cerga de seﬁa;\desde la regidn 33 g los dos-po-
zos de potencial situados debtajo de los electrodos 5 y‘6'
a través de la trayectoria de corriente 1C0. In el inferﬁg
lo de tiempo ?r4 el potencial en los electrodos 6 y 7 es
+ 10 V y el potencial en los electrodos 5y 6 es O V. Como
consecuencia de esto se forsan Tozos de potencial dexajo
de los elesctrodos € y 7 como se muestra por IV en la figu-
ra 3. Ahora la trancsfereucis de carga tendrs lurar desde 1;

regidn situsda detajo de lcs electrodos-5y 6 a la regidn

de corriente 1C1 y fluirs une carga de sefisl directazente
desde 1o regidn 33 a los pozos de potencial situsdos debsjo
de‘los electrodos 6 y 7 a través de la frayectoria de co-
rriente 1CO, - ' ',
ﬁe'ia descripcion precedeﬁte del furcionsmiep
to del circuito de escritura segin el in'én£§ se desprende
que en todo el periodo de sincronismo T se intrcduce carge
de sefigl dertro del dispositivo de transferencia de carga,.
de manera que en cada periodo de sincronismo T se foras un
paquete de cerga de magnitud ¢, que es igual !
t) 3 I(t).dt

t -1 _
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| donde I(t) es la corriente de seflal que fluye al dispositil

del paquete de carga se ha hscho insensible a las Varlec

pueda ser pequeda, por ejemplo de 2C0 mV. Como consecuencisa

para esta activecidn. Las mediciones han revelado que 1la frg

|racterietica de entreda del dispositivo acoplado para carga.

, Hojn atim, 11

vo de transferencia de carga a través de le trayectoria de
corriente 10C. Como shora fluye continuamente una cargs de

sefial al diSpositivo de trensferencia de carga, la magnitud

nes de la amplltud Yy a la forma de la sefial de s1ncronlsmo.
Como ya no se gfectéa conmutacidn en el bucle, no se impo-
nen limites a2 la ganencia y al tiempo de respuesta del am-
ﬁlificador. Ademds, debtido ol hecho de gue el segundo eleg
trodo de puerta 39 es mantenido a una tensidn constante,

se,consiéue que durante todo el periodo de gincronismc 7
se reduzca sensiblemente la reaccion desde la regidn Situa-
da detajo del electrodo 4 y el propio electrodo z la regiéq
situada dehbajo del electrodo 35, lo gue reducira le distor-
sidn de la sefal a tratar.

Mediante el uso del circuito de escritura se

gﬁn el invento se asegura ademsds que la activecidn deseada

de esto, se consigue también que se reduzca drdsticanente
la diafonia desde la eutrada a la ssglida del dispositivo.
En dispositivos acoplados para carga, aétiwsdos por tensidn
le tensidn de activacidn requerida es de aproximadamente 2

V. Bs evidente que dicha diafonia sera verias veces mayor
cuencia de sincronismo variable influye todavie sovre 1a cg

La citada realirentacidn de corriente negativa de la-corriep
te de entrada proporciona ung posibilided simple de reducir

este efecto. Para esta finglidad, el'amplificador operacio-

ral 4 y las resistencias R, 3y y R, estan incluidas en la mg
ST , e
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sistor 42 constituye la salide ¢ del amplificsdor operacio

tor 4%. La tase del transistor 41 estd conecteda a un punto

i Hojn nam. 7] 2

:
/
!
nera mostrada. 31 amplilicador operacional puede ser reali
zado, por ejemplo, como se muestra en la figura 4, Z1 mis-
mo comprende uns primera ctapa diferencial constituida por

2t
los trensistores 40, 41 y 42. Los enisores de los trandis—

tores 4C y 41 estsn conectados a un punto de potencialf::;
constante. 21 colector del transistor 41 y la tase del'ﬁ}ag
sistor 42 sstén conectados a un punto de, por ejemplo,- el
potencial de mesa. 31 colector del tronsistor 40 estd é;&}

nectado al emisor del transistor 42, ©1 colector del tr§n~

nel A. A través de la resistencia 56 esta salida ¢ estd co
nectada a un punto de potenciel negzativo. Los transistores
46 y 42 constituyen conjuntamente un circuito en cascodo y
aseruran que se reduzca la reaccidn desde 1o salide ¢ & la
base de 40, La base del transistor 40 estd corectada a un
punto de potencial positivo a través de la resistencia 53
y también al colector del transistof'44, que forza parste

de una segunda- etgpa diferencisl juntamente con el transig

de potencial positivo a través de uns resistencia 46 y sl

colector del trsnsistor 4%. Los emisores dé los transisto;
res 43 y 44 estdn conectados a un puntd de poténcial masa

a través de las resistencias 49 y 51. E1 punto de unidn de
las resistenciss ‘49 y 51 esté conectado 8l marantial de se-
fial V a través del condensador 55. La base del transistor
44 constituye la entrada no inversora del amplificador ope~
racional y estd conectada al menantial de tensidn continue
61 & través de la resistencis Ry, 8l marantial de sefial V a
travéé de la conexidn en serie de la resistencia R ¥ el con

densador 54, y al colector del transistor 4% g través del
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1 |- condensador 48. La base-del trarsistor 43 constituye 1la
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_cided 54 a través de la resistencia 50 y al colector del
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entrada inversora del amplificador operacional y estd co-

nectada al punto de unidn de la resiétencia Rl Y la capa-

trensistor 44 s travds de la czpacidad 47, y esta conecta-
da al terminal de entrada g.- V '

| La activacidn zntre los electrodos 33 y 35
devla figurs 3 se efectda chora con ayuda de la tensidn
éntre los puntos g y ¢. Los electrodos 33 y 35 estdn capa-
citivamente acoplados a la salida 26 del dispositivo a@o;
plado pars cergs (figura 1). Las tersiones producides 2n
puntos g ¥ ¢ estdn en oposicidn de fose, de manera que se

reduce sensiblemente ls diafonia resultante er 1a salida

26,
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tente de Invencion en dispafa, por VIINTE afios, son los.gue

‘tratamiento de sefisles de frecuencia de video, que compren

~co en-todo el espesor de la capa seniconductora sin que se

presente perforacion, estando previstos medios de escritu-

¢« ! PR .
la generacion capacitiva de cazpos eléetricos ex 1s capa

Hojn nam, 14

REIVINDICACICKES

! . 4 I3 .
Los puntoe de inmvencion propia y nueva que

se presentan para que sean otjeto de esta solicitud de Pa-

se recogen ern. las reivindicaciones siguientes:
12.- Un dispositivo acoplado psra trensfe-

rercia -de carga que tiere un cuerpo sexiconductor pars el

de urna cepa sewiconductora de un tipo de conductivided, eg
tando previstos medios para aislar la capa semiconductora
de los.alrededores y teniendo dichs capa un espesor y una
concentracidn de impurificacidn tales que perzite ohbtener

una zona de empobrecimiento con ayuda de un campo eléctri-

rs para introducir localmente infcrmacidn en forma de uns
carga que consiste en portadores de carga mayoritarios en

la capa Lemlconductora y estando previstos medios de lectu

ra para la lectura de dicha 1nformac1on en cue;quler lugar
de la cape semiconductora, mientras que al menos en un ladd

de la capa estd previsto una trayectoria de electrodo para

semiconductora en una direceidn paralela a la capa, con ayy)
da de los cuales puede ser transierida la carga a los me-

dios de lectura a través de 1ls capa semlconductora en una

. . s ) . :
direccion paralela a la capa, caracterizado porgue los me-
- . I
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1 |- dios de escritura estdn constituidos por una difusidn de
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rificada, un primero y un segundo electrodos de puerta gus

‘ferencial que compreiide @ dos transistores acoplados por
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) . .
entrada que esta situsda en la capa semiconductora y que

es del miémo tipo de conductividad pero mds altamente impy

estédn constituidos por capas conductores gue estdn sisla-
das de la capa sericonductora por una capa sislante, esten
do la‘*difusidn de entrada y elfﬁrimer glectrodo de puerts
conectados a terminales de entrada pars 1a aplicacidn de
le tensidn a tratar y estando conectado el segundo elecg~
trodo de puerta a un punto de potencial sensitlemente cong
tante. . :

2%.- Un dispositivo segun la reivindicscidn)
lé, caracterizado porque el prizer electrodo de puerta es-
td conectado a la salids de un amplificador operaciinal cyl
ya entrada inversora estd conectada s la difusidn de entrg|
da y, 2 través de una resistencia, ol mensntial de sefial,
gue esta derivado por la cénexién en serie de dos resis-
tenciss, cuyo punto de unidn estd conectado o 1a ertrada
no inversora del amplificador operacional.

32.- Un dispositivo sesin 1a reivindicacidn
23, caracterizado porgue el amplificador Speracionél com-
prende uns primers etapa difegencial cuys salida esta co-
nectada a2l prime; electrodo de puerta y cuyas entradas eg

tén conectadas a las salidss de un segundo amplificador di

emisor, estando la base de un transistor conectedz a 1la en
trada inversora del amplificsdor y estando 1la bsse del otr
tfansistor conectada a la enirada no inversora del amp” ifi
cador, mientras que los emisores de los transistores estdn

acoplados por corriente alterna al menential de sefial.
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= 4%,~ "UN DISPOSTRIVO ACGPLADD PARA" TRANSFE-
RENCIA DE CARGA QUE TIENE Uﬁ éUﬁRPO SEMICONDUCTijPARA EL
TRATAMIENTO DE SENALES DE FRECUENCIA DE VIDEO".
Tal y como se ha descrito en la Memoria que
antecede, representado en los dibujos que se acompafian y
para los fines que se han especificado.
Esta Memoria consta de dieciséis hojas escri-

tas a mdquina por una sola cara.

Madrid, 21.JUN1978
P.A.
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